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DESCRIPCION
Memoria configurada para proporcionar acceso simultaneo de lectura / escritura a multiples bancos
Campo de divulgacion

La presente invencion esta orientada a una memoria de ordenador que permite el acceso simultaneo de lectura y de
escritura a distintos bancos de una memoria de multiples bancos y a un procedimiento de provision de tal acceso y mas
especificamente, a una memoria de ordenador que permite el acceso simultaneo de lectura y de escritura a distintos
bancos de una memoria de mdltiples bancos enviando una instruccién que incluye una ubicacion de memoria y una
indicaciéon de una operacién a realizar en la ubicacion de memoria y hacia un procedimiento de provision de tal acceso.

Antecedentes

La memoria convencional de puerto Unico incluye generalmente un conjunto Unico de direcciones y un control Gnico. Por
lo tanto, solamente un dispositivo puede acceder a la misma a la vez: puede ser realizada una Unica operacién de lectura
0 una unica operacion de escritura, pero ambos tipos de operacion no pueden ser realizados al mismo tiempo.

Cuando es deseable proporcionar acceso simultdneo de lectura y de escritura a una memoria, puede ser usada una
memoria de dos puertos o una memoria de mlltiples puertos. Por ejemplo, puede hacerse un acceso de lectura
mediante un puerto de la memoria, mientras que se hace un acceso de escritura mediante el otro puerto. Las memorias
convencionales de dos puertos o de multiples puertos, sin embargo, incluyen generalmente mas transistores que las
memorias de puerto Unico y por tanto ocupan mas espacio en un chip que las memorias de puerto Unico. Cuando no se
requiere el acceso a la misma ubicaciéon (0 cuando puede estar prohibido), pueden usarse memorias distintas; sin
embargo, hay también una penalizacién en el area asociada al uso de memorias distintas pues muchos de los circuitos
periféricos para una de las memorias estan duplicados para la otra memoria. La necesidad de lectura y de escritura
simultaneas debe por tanto ser sopesada con respecto a la penalizacién en que se incurre para el espacio y las
memorias de puerto dual o de multiples puertos son seleccionadas en general solamente cuando la necesidad del
acceso simultaneo sobrepasa las penalizaciones de area y de filtracion asociadas con las mismas. Seria deseable por lo
tanto proporcionar una memoria que tenga capacidades simultaneas de lectura y escritura que mejore las memorias
convencionales de puerto dual o de mdltiples puertos.

Se reclama atencién al documento CA 2 239 426 A1 que describe un sistema de memoria compartido, que comprende
una pluralidad de bancos de memoria y una pluralidad de unidades de procesamiento. Cada unidad de procesamiento
tiene direccion de memoria y buses de datos y genera una sefial de comando para solicitar un acceso a memoria
compartida. El sistema emplea al menos una estructura de conmutacién de bus que comprende al menos un conmutador
de bus de compuerta de pasaje. La estructura de conmutacion de bus tiene un retardo de propagacion despreciable y se
usa para conectar la direccion de memoria y los buses de datos de cada unidad de procesamiento con cada banco de
memoria. Un controlador de memoria compartida recibe la sefial de solicitud de acceso a memoria asociada a cada
unidad de procesamiento. El controlador de memoria compartida controla la estructura de conmutacion de bus y cada
banco de memoria a fin de permitir que distintas unidades de procesamiento accedan a cada banco de memoria
simultaneamente y asincronamente.

Sumario

De acuerdo con la presente invencién se proporciona un procedimiento y una memoria, segin lo enunciado,
respectivamente, en las reivindicaciones independientes. Las realizaciones preferidas de la invencién estan descritas en
las reivindicaciones dependientes.

Una realizacion ejemplar de la invencién comprende un procedimiento que incluye proporcionar una memoria de
multiples bancos que tiene al menos bancos de memoria primero y segundo, donde cada uno de los bancos de memoria
primero y segundo incluye una pluralidad de elementos de memoria de puerto Unico y proporcionar controladores locales
primero y segundo para controlar operaciones de lectura y escritura en los bancos de memoria primero y segundo. El
procedimiento también incluye proporcionar un controlador global para enviar instrucciones de lectura y escritura a los
controladores locales primero y segundo y enviar una instruccion de lectura al primer controlador local y enviar una
instruccion de escritura al segundo controlador local al mismo tiempo.

Otra realizacién incluye una memoria con al menos bancos primero y segundo de elementos de memoria de puerto
unico, un primer controlador local adaptado para enviar instrucciones de lectura y escritura al primer banco de memoria,
un segundo controlador local adaptado para enviar instrucciones de lectura y escritura al segundo banco de memoria y
un controlador global en comunicacion con los controladores locales primero y segundo. El controlador global esta
configurado para recibir direcciones de memoria primera y segunda y una primera indicacion de una operacion a realizar
en la primera direccidon de memoria y una segunda indicacion de una operacion a realizar en la segunda direccién de
memoria y para instruir al primer controlador local para realizar la primera operacién indicada en la primera direccion de
memoria y para instruir al segundo controlador local para realizar la segunda operacion indicada en la segunda direccién
de memoria al mismo tiempo.
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Una realizacion adicional comprende un procedimiento que incluye proporcionar una memoria de multiples bancos con al
menos bancos de memoria primero y segundo, proporcionar al menos controladores primero y segundo adaptados para
controlar las operaciones de lectura y escritura en al menos dichos bancos de memoria primero y segundo y proporcionar
un controlador global en comunicacion con al menos dichos controladores primero y segundo. El procedimiento también
incluye proporcionar al controlador global una primera instrucciéon que comprende una primera direccion de memoria y
una primera operacién a realizar en la primera direccién de memoria y una segunda instruccion que comprende una
segunda direccion de memoria y una segunda operacién a realizar en la segunda direccién de memoria. El controlador
global instruye al primer controlador local para realizar la primera operacion en la primera direccién de memoria y al
segundo controlador local para realizar la segunda operacion en la segunda direccion de memoria.

Otra realizacion mas comprende un dispositivo que incluye una memoria de multiples bancos que tiene al menos bancos
de memoria primero y segundo y al menos controladores primero y segundo adaptados para controlar operaciones de
lectura y de escritura en al menos dichos bancos de memoria primero y segundo. El dispositivo también incluye un
controlador global en comunicacién con al menos dichos controladores locales primero y segundo y el controlador esta
configurado para recibir una primera instruccién que comprende una primera direccion de memoria y una primera
operacién a realizar en la primera direcciébn de memoria y una segunda instruccién que comprende una segunda
direccion de memoria y una segunda operacion a realizar en la segunda direccion de memoria. El controlador global
también esta configurado para instruir al primer controlador local para realizar la primera operacion en la primera
direcciéon de memoria y para instruir al segundo controlador local para realizar la segunda operacion en la segunda
direccion de memoria.

Otra realizacion comprende una memoria que tiene una disposicion de elementos de memoria, una disposicion de
controladores locales adaptada para enviar instrucciones de lectura y de escritura a la disposicién de elementos de
memoria y una disposicion de controladores globales en comunicacion con la disposicién de controladores locales. La
disposicion de controladores globales esta configurada para recibir direcciones de memoria primera y segunda y una
primera indicacion de una operacion a realizar en una primera direccién de memoria y una segunda indicacion de una
operacién a realizar en una segunda direccion de memoria y para instruir a la disposicién de controladores locales para
realizar la primera operacion indicada en la primera direccion de memoria y la segunda operacion indicada en la segunda
direccion de memoria al mismo tiempo.

Una realizacion adicional comprende un procedimiento que incluye etapas para proporcionar una memoria de multiples
bancos con al menos bancos de memoria primero y segundo, comprendiendo cada uno de los bancos de memoria
primero y segundo una pluralidad de elementos de memoria de puerto Unico y etapas para proporcionar controladores
locales primero y segundo para controlar operaciones de lectura y de escritura en al menos dichos bancos de memoria
primero y segundo. El procedimiento también incluye etapas para proporcionar un controlador global para enviar
instrucciones de lectura y de escritura a los controladores locales primero y segundo y etapas para enviar una instruccion
de lectura al primer controlador local y enviar una instruccién de escritura al segundo controlador local al mismo tiempo.

Breve descripcion de los dibujos

Los dibujos adjuntos se presentan para ayudar en la descripcion de las realizaciones de la invencion y se proporcionan
Unicamente para la ilustracion de las realizaciones y no la limitacion de las mismas.

La FIG. 1 es un diagrama esquematico de circuitos que ilustra una memoria de acuerdo a una primera realizacién.
La FIG. 2 es un diagrama esquematico de circuitos que ilustra una memoria de acuerdo a una segunda realizacion.

La FIG. 3 es una representacién esquematica de dos instrucciones a procesar por parte de la memoria de la FIG. 1 o la
FIG. 2.

La FIG. 4 es un grafico de flujo que ilustra un procedimiento de acuerdo a una realizacion.
La FIG. 5 es un grafico de flujo que ilustra un procedimiento de acuerdo a otra realizacion.
Descripcion detallada

Los aspectos de la invencion estan divulgados en la siguiente descripcion y los dibujos relacionados, orientados a
realizaciones especificas de la invencion. Pueden ser ideadas realizaciones alternativas sin apartarse del ambito de la
invencion. Adicionalmente, elementos bien conocidos de la invencion no seran descritos en detalle o seran omitidos a fin
de no oscurecer los detalles relevantes de la invencién.

La palabra “ejemplar” se usa en la presente memoria para significar “que sirve como un ejemplo, caso o ilustracién”.
Cualquier realizacion descrita en la presente memoria como “ejemplar” no ha de ser necesariamente interpretada como
preferida o ventajosa con respecto a otras realizaciones. Analogamente, el término “realizaciones de la invencion” no
requiere que todas las realizaciones de la invencién incluyan la caracteristica, ventaja o0 modalidad de funcionamiento
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expuesta.

La terminologia usada en la presente memoria es con el fin de describir realizaciones especificas solamente y no esta
concebida para ser limitadora de las realizaciones de la invencién. Seglin se usan en la presente memoria, las formas
singulares “un”, “uno” y “el” estan concebidas para incluir asimismo las formas plurales, a menos que el contexto indique
claramente lo contrario. Se entendera ademas que los términos “comprende”, “comprendiendo”, “incluye” y / o
“‘incluyendo”, cuando se usan en la presente memoria, especifican la presencia de las caracteristicas, etapas,
operaciones, elementos y / o componentes indicados, pero no impiden la presencia o el agregado de uno o0 mas de otras
caracteristicas, otros enteros, otras etapas, otras operaciones, otros elementos, otros componentes y / o0 de grupos de los
mismos.

Ademas, muchas realizaciones estan descritas en términos de secuencias de acciones a realizar, por ejemplo, por parte
de elementos de un dispositivo informatico. Se reconocera que diversas acciones descritas en la presente memoria
pueden ser realizadas por circuitos especificos (p. €j., circuitos integrados especificos de la aplicacion (ASIC)), por
instrucciones de programa ejecutadas por uno o mas procesadores, o0 por una combinacién de ambos. Adicionalmente,
estas secuencias de acciones descritas en la presente memoria pueden ser consideradas como realizadas enteramente
dentro de cualquier forma de medio de almacenamiento legible por ordenador, que tenga almacenado en el mismo un
correspondiente conjunto de instrucciones de ordenador que, al ejecutarse, provocarian que un procesador asociado
realizara la funcionalidad descrita en la presente memoria. Por tanto, los diversos aspectos de la invencion pueden ser
realizados en un cierto nimero de formas distintas, todas las cuales han sido contempladas para que estén dentro del
ambito del asunto en cuestion reivindicado. Ademas, para cada una de las realizaciones descritas en la presente
memoria, la forma correspondiente de realizaciones cualesquiera de ese tipo puede ser descrita en la presente memoria,
por ejemplo, como “légica configurada para” realizar la accion descrita.

La Figura 1 ilustra una memoria de mdultiples bancos 100 de acuerdo a una primera realizacion que incluye un primer
banco de memoria 102, un segundo banco de memoria 104, un tercer banco de memoria 106 y un cuarto banco de
memoria 108, entendiéndose que las realizaciones con mas o menos bancos de memoria también estan dentro del
ambito de esta divulgacién. Cada uno de los bancos de memoria primero a cuarto 102, 104, 106, 108 incluye una linea
de palabras y los circuitos asociados de lectura / escritura que permiten que las operaciones de lectura y escritura sean
realizadas en ese banco de memoria. Los circuitos de lectura / escritura incluyen, por ejemplo, un amplificador de
deteccién (no ilustrado) y un controlador de escritura (no ilustrado). Especificamente, el primer banco de memoria 102
incluye una linea de palabras 110 y circuitos de lectura / escritura 112, el segundo banco de memoria 104 incluye una
linea de palabras 114 y circuitos de lectura / escritura 116, el tercer banco de memoria 106 incluye una linea de palabras
118 y circuitos de lectura / escritura 120 y el cuarto banco de memoria 108 incluye una linea de palabras 122 y circuitos
de lectura / escritura 124. Un controlador local también esté asociado a cada uno de los bancos de memoria primero a
cuarto 102, 104, 106, 108. Especificamente, el primer banco de memoria 102 incluye un primer controlador local 126, el
segundo banco de memoria 104 incluye un segundo controlador local 128, el tercer banco de memoria 106 incluye un
tercer controlador local 130 y el cuarto banco de memoria 108 incluye un cuarto controlador local 132. Los primeros
circuitos de Entrada / Salida 134 estan asociados a los elementos de memoria en una primera columna de memoria 136
y los segundos circuitos de Entrada / Salida 138 estan asociados a los elementos de memoria en una segunda columna
de memoria 140 y los circuitos de Entrada / Salida primero y segundo 134, 138, permiten que los datos sean escritos en
y leidos de, los elementos de memoria en la primera columna de memoria 136 y la segunda columna de memoria 140,
respectivamente.

Un controlador global 142 esta configurado para recibir pares de instrucciones, incluyendo cada instruccién una
indicacion de una operacién a realizar y una identificacién de una direccién de memoria en la que ha de realizarse la
instruccion. La indicacion, por ejemplo, puede comprender una parte de la direccion de memoria recibida y / o ser
transmitida simultdneamente con la direccion de memoria. La Figura 2 ilustra las instrucciones representativas primera y
segunda 144, 146, cada una de las cuales incluye una primera parte 148 que identifica una operacién a realizar y una
segunda parte 150 que identifica una direccion de memoria en la que la operacién ha de ser realizada. La primera parte
148 de la primera instruccion 144 incluye una “e” de “escritura” y la segunda parte 150 de la primera instruccién 144
incluye una direccion de memoria a ser escrita. En este ejemplo, el “1” en la direccién indica que el elemento de memoria
al que se accede esta en el primer banco de memoria 102 y el “5” identifica el elemento de memoria. La primera parte
148 de la segunda instruccion 146 incluye una “I” de “lectura” y la segunda parte 150 de la segunda instruccion 146
incluye una direccion de memoria a leer. En este ejemplo, el “2” en la direccion indica que el elemento de memoria al que
se accede esta en el segundo banco de memoria 104 y que se ha de acceder a una ubicacién “8”. Si bien I’y "e” se
usan para indicar “lectura” y “escritura”, respectivamente, la parte identificativa de la instruccion sera probablemente un
valor numérico que pueda ser interpretado por el controlador global 142 como una instruccion bien de lectura o bien de
escritura. Analogamente, las direcciones de memoria en las segundas partes 150 de las instrucciones primera y segunda
144, 146 seran proporcionadas de manera que puedan ser inmediatamente procesadas por el controlador global.

La memoria de multiples bancos 100 incluye trayectos separados de lectura y de escritura y por tanto puede realizar
operaciones de lectura y escritura al mismo tiempo, mientras las operaciones estén siendo realizadas en bancos distintos
de los bancos de memoria primero a cuarto 102, 104, 106, 108. El controlador global 142 esta configurado para enviar
dos instrucciones a dos controladores distintos entre los controladores locales primero a cuarto 126, 128, 130, 132 al
mismo tiempo y siempre que una operacién sea una operacion de lectura y la otra sea una operacion de escritura, las
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operaciones pueden ejecutarse simultaneamente sin ninguna interferencia en los trayectos de datos de salida. Los
elementos de memoria de puerto dual y de mdltiples puertos permiten el acceso simultdneo a un elemento de memoria
dado pero son mas complejos y ocupan mas espacio. En casos donde no se requiere el acceso simultaneo al mismo
elemento de memoria, muchas de las ventajas de la memoria de puerto dual y de mltiples puertos pueden ser obtenidas
usando elementos de memoria de puerto Unico y la presente divulgacion. Segin se usan en la presente memoria,
“simultaneamente”, “concurrentemente” y “al mismo tiempo” significan que operaciones de lectura y de escritura estan
teniendo lugar al mismo tiempo. Estas operaciones, sin embargo, pueden, pero no necesariamente deben, comenzar o
acabar en precisamente el mismo instante. En efecto, segun la memoria, se requieren generalmente distintos lapsos de
tiempo para que ocurran las operaciones de lectura y de escritura e incluso si comienzan aproximadamente al mismo
tiempo, una de estas operaciones terminara generalmente antes que la otra.

Es deseable que el sistema que accede a la memoria de multiples bancos 100 sea configurado para evitar enviar
solicitudes conflictivas de acceso a memoria a la memoria de multiples bancos 100. Es decir, el sistema deberia
garantizar que los pares de solicitudes de acceso de lectura y de escritura que son enviados a la memoria de multiples
bancos 100 estén siempre dirigidos a bancos distintos de los bancos de memoria primero a cuarto 102, 104, 106, 108. La
memoria de multiples bancos 100 puede ser configurada, sin embargo, para gestionar situaciones en que dos
instrucciones recibidas son bien dos instrucciones de lectura o bien dos instrucciones de escritura o instrucciones para
leer y / o escribir en el mismo banco de memoria. En tal caso, el controlador global 142 puede ser configurado para dar
prioridad a una de las instrucciones sobre la otra o para ignorar ambas instrucciones y evitar asi el conflicto.

Como se ha indicado anteriormente, las instrucciones de lectura y de escritura para un dispositivo de memoria dado
requieren habitualmente distintos lapsos para ser ejecutadas. Para los fines de la exposicion, se supone que realizar una
operacion de escritura en la memoria de multiples bancos 100 requiere mas tiempo que realizar una operacion de
lectura. Sin embargo, para otras memorias, un acceso de lectura puede tomar méas tiempo que un acceso de escritura.
Para ayudar a asegurar que el controlador global 142 no comience otra operacion de lectura o de escritura antes de que
se acabe una operacién actual, el controlador global 142 incluye un temporizador de escritura 152. El temporizador de
escritura 152 controla el intervalo en el que el controlador global 142 envia instrucciones a los controladores locales
primero a cuarto 126, 128, 130, 132 y no permite que las instrucciones de lectura o de escritura sean enviadas hasta que
el temporizador de escritura 152 se haya agotado indicando que ha pasado un tiempo predeterminado. Debido a que en
esta realizacién se supone que las operaciones de escritura requieren mas tiempo que las operaciones de lectura, las
operaciones de lectura habran acabado necesariamente en el momento en que se agote el temporizador de escritura
152. La memoria de mdltiples bancos 100 es por tanto un elemento de memoria auto-temporizado que no es
dependiente de un reloj del sistema para determinar la temporizacion del acceso a memoria.

En funcionamiento, la primera instruccion 144 y la segunda instruccion 146 son recibidas en el controlador global 142. La
primera instruccion 144 incluye una “I” y una direccién en el primer banco de memoria 102. La segunda instruccion
incluye una “e” y una direccién en el segundo banco de memoria 104. El controlador global 142 envia asi una instruccion
al primer controlador local 126 en el primer banco de memoria 102 para realizar una operacién de lectura en la ubicacion
de memoria indicada y de manera esencialmente simultanea, envia una instrucciéon de escritura al segundo controlador
local 128 del segundo banco de memoria 104 para realizar una operacion de escritura en la ubicacion indicada. La
lectura y escritura efectiva de los datos es realizada de manera convencional, aunque, a diferencia de las memorias
convencionales, es realizada al mismo o esencialmente al mismo tiempo en los dos bancos de memoria distintos.
Cuando se agota el temporizador de escritura 152, un segundo par de direcciones de memoria es recibido por el
controlador global 142 y el proceso continda.

Una segunda realizacién esta ilustrada en la Figura 3, en la que los elementos comunes con la primera realizacion estan
identificados con iguales nimeros de referencia. En la Figura 3, el controlador global 142 incluye un temporizador de
lectura 302 ademas del temporizador de escritura 152 de la primera realizacion. El temporizador de lectura 302 permite a
la memoria 100 determinar independientemente cuando se completan las operaciones de lectura y de escritura y
emprender por tanto las acciones adecuadas en base a los tiempos efectivos de terminacion. Por ejemplo, si se
determina usando el temporizador 302 que ha terminado una operacién de lectura, puede ser posible comenzar la pre-
carga adecuada de una linea de bits de lectura sin esperar a que se complete la operacién de escritura.

La memoria 100 proporciona por tanto la ventaja de permitir operaciones simultaneas de lectura y de escritura en
distintos bancos de memoria de una memoria de multiples bancos, que esta formada por elementos de memoria de
puerto Unico. Esto brinda muchas de las ventajas de la memoria de puerto dual o mdltiples puertos y permite las
operaciones simultaneas de lectura y de escritura mientras se impidan las operaciones simultdneas en el mismo banco
de memoria.

Las memorias de acuerdo a las realizaciones divulgadas pueden estar formadas o integradas en uno o0 mas troqueles
semiconductores y / o en diversos dispositivos, incluyendo, sin limitacién, un equipo de sobremesa, un reproductor de
musica, un reproductor de video, una unidad de entretenimiento, un dispositivo de navegacién, un dispositivo de
comunicaciones, un asistente digital personal (PDA), una unidad de datos de ubicacion fija y un ordenador.

Un procedimiento de acuerdo con una realizacion se ilustra en la Figura 4 e incluye un bloque 400 de provision de una
memoria de multiples bancos que tiene al menos bancos de memoria primero y segundo, un bloque 402 de provisién de
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al menos controladores locales primero y segundo adaptados para controlar operaciones de lectura y de escritura en al
menos dichos bancos de memoria primero y segundo, un bloque 404 de provisién de un controlador global en
comunicacién con al menos dichos controladores locales primero y segundo, un bloque 406 de provisién al controlador
global de una primera instruccién que comprende una primera direccién de memoria y una primera operacion a realizar
en la primera direccion de memoria, un bloque 408 de provision al controlador global de una segunda instruccién que
comprende una segunda direccion de memoria y una segunda operacion a realizar en la segunda direccion de memoria
y un bloque 410 del controlador global que instruye al primer controlador local para realizar la primera operacion en la
primera direccion de memoria y que instruye al segundo controlador local para realizar la segunda operacion en la
segunda direccion de memoria.

Otro procedimiento de acuerdo a una realizacién adicional esta ilustrado en la Figura 5 e incluye un bloque 500 de
provisién de una memoria de mdltiples bancos que tiene al menos bancos de memoria primero y segundo,
comprendiendo cada uno de los bancos de memoria primero y segundo una pluralidad de elementos de memoria de
puerto Unico, un bloque 502 de provision de controladores locales primero y segundo para controlar operaciones de
lectura y de escritura en al menos dichos bancos de memoria primero y segundo, un bloque 504 de provision de un
controlador global para enviar instrucciones de lectura y de escritura a los controladores locales primero y segundo y un
bloque 506 de envio de una instruccion de lectura al primer controlador local y de envio de una instruccion de escritura al
segundo controlador local al mismo tiempo.

Los expertos en la técnica apreciaran que la informacién y las sefiales pueden ser representadas usando cualquiera
entre una amplia variedad de distintas tecnologias y técnicas. Por ejemplo, los datos, las instrucciones, los comandos, la
informacion, las sefales, los bits, los simbolos y los chips que puedan ser mencionados en toda la extension de la
descripcion anterior pueden ser representados por voltajes, corrientes, ondas electromagnéticas, campos o particulas
magnéticos, campos o particulas opticos, o cualquier combinacion de los mismos.

Ademas, los expertos en la técnica apreciaran que los diversos bloques logicos ilustrativos, médulos, circuitos y etapas
de algoritmo descritos con relacion a las realizaciones divulgadas en la presente memoria pueden ser implementados
como hardware electronico, software de ordenador o combinaciones de ambos. Para ilustrar claramente esta
intercambiabilidad del hardware y del software, diversos componentes ilustrativos, bloques, médulos, circuitos y etapas
han sido descritos en lo que antecede en general en términos de su funcionalidad. Si tal funcionalidad es implementada
como hardware o software depende de la aplicacion especifica y de las restricciones de disefio impuestas sobre el
sistema global. Los artesanos expertos pueden implementar la funcionalidad descrita de manera variable para cada
aplicacion especifica, pero tales decisiones de implementacién no deberian ser interpretadas como causantes de un
alejamiento del ambito de la presente invencion.

Los procedimientos, secuencias y / o algoritmos descritos con relacion a las realizaciones divulgadas en la presente
memoria pueden ser realizados directamente en hardware, en un médulo de software ejecutado por un procesador o en
una combinacion de los dos. Un médulo de software puede residir en memoria RAM, memoria flash, memoria ROM,
memoria EPROM, memoria EEPROM, registros, un disco rigido, un disco extraible, un CD-ROM o cualquier otra forma
de medio de almacenamiento conocido en la técnica. Un medio de almacenamiento ejemplar esta acoplado con el
procesador de modo que el procesador pueda leer informacion de y escribir informacién en, el medio de
almacenamiento. Como alternativa, el medio de almacenamiento puede estar integrado en el procesador.

Si bien la divulgacion precedente muestra realizaciones ilustrativas de la invencion, deberia observarse que diversos
cambios y modificaciones podrian ser hechos en la presente memoria sin apartarse del ambito de la invencién segun lo
definido por las reivindicaciones adjuntas. Las funciones, etapas y / 0 acciones de las reivindicaciones de procedimiento
de acuerdo con las realizaciones de la invencion descrita en la presente memoria no necesariamente deben ser
realizadas en ningln orden especifico. Ademas, aunque los elementos de la invencién pueden ser descritos o
reivindicados en singular, estéa contemplado el plural a menos que se indique explicitamente la limitacion al singular.
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REIVINDICACIONES

Un procedimiento, que comprende:

proporcionar una memoria de multiples bancos, con al menos bancos de memoria primero y segundo;
proporcionar al menos controladores locales primero y segundo adaptados para controlar operaciones de lectura
y de escritura en al menos dichos bancos de memoria primero y segundo;

proporcionar un controlador global en comunicacién con al menos dichos controladores locales primero y
segundo;

proporcionar al controlador global una primera instruccién que comprende una primera direccién de memoria y
una primera operacion a realizar en la primera direccion de memoria;

proporcionar al controlador global una segunda instruccién que comprende una segunda direccién de memoria y
una segunda operacion a realizar en la segunda direccién de memoria;

instruir, usando el controlador global, al primer controlador local para realizar la primera operacién en la primera
direcciéon de memoria e instruir al segundo controlador local para realizar la segunda operacion en la segunda
direccién de memoria; y

controlar, usando un temporizador en el controlador global, un intervalo en el que el controlador global envia las
instrucciones primera y segunda a los controladores locales primero y segundo.

El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que el controlador global instruye al segundo controlador local para
realizar la segunda operacion en la segunda direccion de memoria antes de que haya acabado la primera
operacion.

El procedimiento de la reivindicacion 1, en el que el controlador global instruye al primer controlador local para
realizar la primera operacién en la primera direccién de memoria y al segundo controlador local para realizar la
segunda operacion en la segunda direccion de memoria al mismo tiempo.

El procedimiento de la reivindicacion 3, que incluye ademas proporcionar trayectos separados de lectura y de
escritura, para cada uno de al menos dichos bancos de memoria primero y segundo.

El procedimiento de la reivindicacién 3, en el que cada uno de dichos bancos de memoria primero y segundo
comprende una pluralidad de elementos de memoria de puerto Unico.

El procedimiento de la reivindicacién 3, en el que la segunda operacioén es distinta a la primera operacion.

El procedimiento de la reivindicacién 6, en el que la primera operacion comprende una entre una operacion de
lectura y una operacién de escritura y en el que la segunda operacion comprende la otra operacion entre la
operacién de lectura y la operacion de escritura.

El procedimiento de la reivindicacion 7, que incluye ademas impedir que el controlador global instruya al primer
controlador local para realizar la primera operacion si una operacién anterior de lectura o una operacion anterior
de escritura estd aun en marcha.

El procedimiento de la reivindicacion 7, que incluye ademas determinar si ha pasado o no un tiempo
predeterminado desde el envio de la primera instruccién al primer controlador local antes de enviar una
instruccion posterior al primer controlador local.

El procedimiento de la reivindicacién 1, que incluye ademas integrar la memoria de multiples bancos en al menos
un troquel semiconductor.

El procedimiento de la reivindicacion 1, que incluye ademas integrar la memoria de multiples bancos en un
dispositivo seleccionado entre el grupo que consiste en un equipo de sobremesa, un reproductor de musica, un
reproductor de video, una unidad de entretenimiento, un dispositivo de navegacion, un dispositivo de
comunicaciones, un asistente digital personal (PDA), una unidad de datos de ubicacion fija y un ordenador.

Una memoria, que comprende:

medios de elementos de memoria;

medios de controlador local, adaptados para enviar instrucciones de lectura y escritura a los medios de elementos
de memoria;

medios de controlador global en comunicacion con los medios de controlador local;

en la que los medios de controlador global estan configurados para recibir direcciones de memoria primera y
segunda y una primera indicacién de una operacién a realizar en una primera direccion de memoria en los medios
de elementos de memoria y una segunda indicacién de una operacion a realizar en una segunda direccion de
memoria en los medios de elementos de memoria y para instruir a los medios de controlador local para realizar la
primera operacién indicada en la primera direccién de memoria y la segunda operacién indicada en la segunda
direccion de memoria al mismo tiempo; y

un temporizador en los medios de controlador global, en el que el temporizador esta configurado para controlar un
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intervalo en el que los medios de controlador global envian instrucciones a los controladores locales primero y
segundo.

La memoria de la reivindicacién 12, en la que los medios de elementos de memoria comprenden primeros medios
de banco de memoria y segundos medios de banco de memoria y en el que los medios de controlador local
comprenden primeros medios de controlador local y segundos medios de controlador local y en el que la primera
direccion de memoria esta situada en los primeros medios de banco de memoria y la segunda direccion de
memoria esta situada en los segundos medios de banco de memoria y en el que la primera operacion indicada es
distinta a la segunda operacién indicada.

La memoria de la reivindicacion 13, en la que la primera operacién indicada comprende una operacién de lectura
y la segunda operacién indicada comprende una operacion de escritura y en la que los primeros medios de
controlador local ejecuta la operacién de lectura mientras que los segundos medios de controlador local ejecuta la
operacién de escritura.
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f400

PROPORCIONAR UNA MEMORIA DE MULTIPLES BANCOS CON AL
MENOS BANCOS DE MEMORIA PRIMERO Y SEGUNDO

l /-402

PROPORCIONAR AL MENOS CONTROLADORES LOCALES
PRIMERO Y SEGUNDO, ADAPTADOS PARA CONTROLAR
OPERACIONES DE LECTURA'Y DE ESCRITURA EN AL MENOS
DICHOS BANCOS DE MEMORIA PRIMERO Y SEGUNDO

l /404

PROPORCIONAR UN CONTROLADOR GLOBAL EN COMUNICACION |
CON AL MENOS DICHOS CONTROLADORES LOCALES PRIMERO Y
SEGUNDO

| »

PROPORCIONAR AL CONTROLADOR GLOBAL UNA PRIMERA
INSTRUCCION QUE COMPRENDE UNA PRIMERA DIRECCION DE
MEMORIA'Y UNA PRIMERA OPERACION A REALIZAR EN LA
PRIMERA DIRECCION DE MEMORIA

; Lo

PROPORCIONAR AL CONTROLADOR GLOBAL UNA SEGUNDA
INSTRUCCION QUE COMPRENDE UNA SEGUNDA DIRECCION DE
MEMORIA'Y UNA SEGUNDA OPERACION A REALIZAR EN LA
SEGUNDA DIRECCION DE MEMORIA

] a0

CON EL CONTROLADOR GLOBAL, INSTRUIR AL PRIMER
CONTROLADOR LOCAL PARA REALIZAR LA PRIMERA OPERACION
EN LA PRIMERA DIRECCION DE MEMORIA E INSTRUIR AL
SEGUNDO CONTROLADOR LOCAL PARA REALIZAR LA SEGUNDA
OPERACION EN LA SEGUNDA DIRECCION DE MEMORIA

FIG. 4
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/500

PROPORCIONAR UNA MEMORIA DE MULTIPLES BANCOS CON AL
MENOS BANCOS DE MEMORIA PRIMERO Y SEGUNDO,
COMPRENDIENDC CADA UNO DE LOS BANCOS DE MEMORIA
PRIMERO Y SEGUNDO UNA PLURALIDAD DE ELEMENTOS DE
MEMORIA DE PUERTO UNICO

/502

PROPORCIONAR CONTROLADORES LOCALES PRIMERO Y SEGUNDO,
PARA CONTROLAR OPERACIONES DE LECTURA Y DE ESCRITURA EN
AL MENOS DICHOS BANCOS DE MEMORIA PRIMERO Y SEGUNDO

f504

PROPORCIONAR UN CONTROLADOR GLOBAL PARA ENVIAR
INSTRUCCIONES DE LECTURA Y DE ESCRITURA A LOS
CONTROLADORES LOCALES PRIMERO Y SEGUNDO

f506

ENVIAR UNA INSTRUCCION DE LECTURA AL PRIMER CONTROLADOR
LOCAL Y ENVIAR UNA INSTRUCCION DE ESCRITURA AL SEGUNDO
CONTROLADOR LOCAL AL MISMO TIEMPO

FIG. 5
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